
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に配置されゲート電極領域を含む複数本の走査線及び前記走査線と略平行な補助
容量線と、この上に配置される第１絶縁膜、少なくとも前記ゲート電極領域上に配置され
る半導体膜、前記半導体膜に電気的に接続されるソース電極及びドレイン電極とを含む薄
膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタ上に配置される第２絶縁膜と、前記ドレイン電
極に電気的に接続されると共に前記走査線と略直交する信号線と、前記ソース電極と電気
的に接続される画素電極とを備えた表示装置用アレイ基板において、
　前記第１絶縁膜を介して前記補助容量線と略直交する方向に配線された束ね配線を含み
、
　前記補助容量線と前記束ね配線とを導電層を介して電気的に接続する補助容量線連結部
を含

　ことを特徴とする表示装置用アレイ基板。
【請求項２】
　前記半導体膜と前記ソース電極及びドレイン電極との間には低抵抗半導体膜が介挿され
、前記交差領域における前記信号線と前記半導体層との間には前記低抵抗半導体膜と同一
材料からなる低抵抗半導体層が介在されている
　ことを特徴とする請求項１記載の表示装置用アレイ基板。
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み、
　前記束ね配線は前記信号線と同一材料からなり、
　前記導電層は前記画素電極と同一材料からなる



【請求項３】
　前記半導体膜がアモルファスシリコンを主体とした
　ことを特徴とする請求項１記載の表示装置用アレイ基板。
【請求項４】
　基板上に配置されゲート電極領域を含む複数本の走査線及び前記走査線と略平行な補助
容量線と、この上に配置されるゲート絶縁膜、少なくとも前記ゲート電極領域上に配置さ
れる半導体膜、前記半導体膜に電気的に接続されるソース電極及びドレイン電極とを含む
薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタ上に配置される層間絶縁膜と、前記ドレイン
電極に電気的に接続されると共に前記走査線と略直交する信号線と、前記ソース電極と電
気的に接続される画素電極とを備えた表示装置用アレイ基板において、
　前記ゲート絶縁膜を介して前記補助容量線と略直交する方向に配線された束ね配線を含
み、
　前記補助容量線と前記束ね配線とを導電層を介して電気的に接続する補助容量線連結部
を含

　ことを特徴とする表示装置用アレイ基板。
【請求項５】
　基板上に配置されゲート電極領域を含む複数本の走査線及び前記走査線と略平行な補助
容量線と、この上に配置される第１絶縁膜、少なくとも前記ゲート電極領域上に配置され
る半導体膜、前記半導体膜に電気的に接続されるソース電極及びドレイン電極とを含む薄
膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタ上に配置される第２絶縁膜と、前記ドレイン電
極に電気的に接続されると共に前記走査線と略直交する信号線と、前記ソース電極と電気
的に接続される画素電極とを備えたアレイ基板を有した液晶表示装置において、
　前記第１絶縁膜を介して前記補助容量線と略直交する方向に配線された束ね配線を含み
、
　前記補助容量線と前記束ね配線とを導電層を介して電気的に接続する補助容量線連結部
を含

　ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】
　前記半導体膜と前記ソース電極及びドレイン電極との間には低抵抗半導体膜が介挿され
、前記交差領域における前記信号線と前記半導体層との間には前記低抵抗半導体膜と同一
材料からなる低抵抗半導体層が介在されている
　ことを特徴とする請求項 記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記半導体膜がアモルファスシリコンを主体とした
　ことを特徴とする請求項 記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　基板上に配置されゲート電極領域を含む複数本の走査線及び前記走査線と略平行な補助
容量線と、この上に配置されるゲート絶縁膜、少なくとも前記ゲート電極領域上に配置さ
れる半導体膜、前記半導体膜に電気的に接続されるソース電極及びドレイン電極とを含む
薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタ上に配置される層間絶縁膜と、前記ドレイン
電極に電気的に接続されると共に前記走査線と略直交する信号線と、前記ソース電極と電
気的に接続される画素電極とを備えたアレイ基板を有した液晶表示装置において、
　前記ゲート絶縁膜を介して前記補助容量線と略直交する方向に配線された束ね配線を含
み、
　前記補助容量線と前記束ね配線とを導電層を介して電気的に接続する補助容量線連結部
を含
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み、
　前記束ね配線は前記信号線と同一材料からなり、
　前記導電層は前記画素電極と同一材料からなる

み、
　前記束ね配線は前記信号線と同一材料からなり、
　前記導電層は前記画素電極と同一材料からなる

５

５

み、



　ことを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置等の平面表示装置に用いられる表示装置用アレイ基板及びその製
造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＣＲＴディスプレイに代わる平面型の表示装置が盛んに開発されており、中でも液
晶表示装置は軽量、薄型、低消費電力等の利点から特に注目を集めている。
【０００３】
例えば、各表示画素毎にスイッチ素子が配置された光透過型のアクティブマトリクス型の
液晶表示装置を例にとり説明する。アクティブマトリクス型液晶表示装置は、アレイ基板
と対向基板との間に配向膜を介して液晶層が保持されて成っている。アレイ基板は、ガラ
スや石英等の透明絶縁基板上に複数本の信号線と走査線とが格子状に配置され、各交点部
分にアモルファスシリコン（以下、ａ－Ｓｉ：Ｈと略称する。）等の半導体薄膜を用いた
薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴと略称する。）が接続されている。そしてＴＦＴのゲー
ト電極は走査線に、ドレイン電極は信号線にそれぞれ電気的に接続され、さらにソース電
極は画素電極を構成する透明導電材料、例えばＩＴＯ (Indium-Tin-Oxide)に電気的に接続
されている。
【０００４】
対向基板は、ガラス等の透明絶縁基板上にＩＴＯから成る対向電極が配置され、またカラ
ー表示を実現するのであればカラーフィルタ層が配置されて構成されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記した液晶表示装置においては、ＴＦＴの寄生容量、あるいは画素電極と対
向電極間に生じるリーク電流等により、画素電極の電位は変動するため、画素電極と絶縁
膜を介して重複して補助容量線を配することで画素容量（ＣＬｃ）と並列な補助容量（Ｃ
ｓ）を設け、これにより画素電位の変動を抑えることが知られている。
【０００６】
しかしながら、この補助容量線は、製造工数の増大を防ぐため走査線材料等と同一材料で
ある光不透過性材料で構成されることが多く、このため補助容量線の配置される領域は光
不透過となり、開口率を低下させてしまう。
【０００７】
このようなことから、画素電極と、この画素電極に隣接する走査線との間で補助容量を形
成し、走査線に印加される走査パルスを工夫することで画素電位の変動を抑えつつ高い開
口率を維持することが知られている（特公平１－３４３９２号、米国特許第４６２１２６
０号）。
【０００８】
しかしながら、このような構成にあっては、走査線と画素電極との重複部分に層間ショー
トが生じやすく、製造歩留まりの低下を招く。
【０００９】
また、このような構成によれば、走査線形状を画素電極の周辺領域と重複するよう工夫す
ることにより、画素電極の表示に寄与する画素領域を旨く画定することができるが、画素
電極と走査線との重複部分で構成される補助容量（Ｃｓ）が画素電位の変動を抑えるため
に必要な容量値以上に増大する。したがって、走査パルスの遅延を招き、画素電極への書
込み不足、さらにはコントラスト比の低下を招く。走査パルスの遅延を抑えるために走査
線幅を増大することも考えられるが、その場合は開口率の低下を招く。
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　前記束ね配線は前記信号線と同一材料からなり、
　前記導電層は前記画素電極と同一材料からなる



【００１０】
本発明は上記した技術課題に対処して成されたもので、走査線と画素電極とを重複させて
補助容量を形成する表示装置用アレイ基板に関するもので、製造歩留まりに優れ、さらに
高開口率化が達成される表示装置用アレイ基板及びその製造方法を提供することを目的と
している。
【００１１】
また、本発明は、少ないマスク数で、製造歩留まりを低下させることなく、高い生産性が
確保される表示装置用アレイ基板及びその製造方法を提供することを目的としている。
【００１２】
一方、少ないマスク数で、製造歩留まりを低下させることなく、高い生産性が確保される
表示装置用アレイ基板及びその製造方法が提案されている（特開平６－２０２１５３号、
特開平６－２０８１３７号、米国特許第５４８３０８２号）。このアレイ基板は、下記の
ような構造を有している。
【００１３】
ゲート端子部が、ゲート端子下部電極と、その上のゲート絶縁膜と共通の層をなす絶縁膜
及びパッシベーション膜に開口したコンタクトホールを介してゲート端子下部電極上に積
層され、画素電極と同一材料の透明電極からなるゲート端子上部電極とから構成され、補
助容量部は、Ｃｓ電極と、その上の絶縁膜及びｉ型半導体層からなる誘電体膜と、その上
のｎ＋型半導体層及び金属層からなる対向電極とから構成されている。
【００１４】
しかしながら、この構造のアレイ基板であると、補助容量部に電圧を印加する場合に、同
じ電位で印加しにくいという問題点があった。
【００１５】
そこで、本発明は、上記問題点に鑑み、各補助容量部に同じ電位で容易に印加する構造を
有するアレイ基板を提供する。
【００１６】
　請求項１に係る発明は、基板上に配置されゲート電極領域を含む複数本の走査線及び前
記走査線と略平行な補助容量線と、この上に配置される第１絶縁膜、少なくとも前記ゲー
ト電極領域上に配置される半導体膜、前記半導体膜に電気的に接続されるソース電極及び
ドレイン電極とを含む薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタ上に配置される第２絶
縁膜と、前記ドレイン電極に電気的に接続されると共に前記走査線と略直交する信号線と
、前記ソース電極と電気的に接続される画素電極とを備えた表示装置用アレイ基板におい
て、前記第１絶縁膜を介して前記補助容量線と略直交する方向に配線された束ね配線を含
み、前記補助容量線と前記束ね配線とを導電層を介して電気的に接続する補助容量線連結
部を含

ことを特徴とする表示装置用アレイ基板である。
【００１７】
　請求項 に係る発明は、基板上に配置されゲート電極領域を含む複数本の走査線及び前
記走査線と略平行な補助容量線と、この上に配置されるゲート絶縁膜、少なくとも前記ゲ
ート電極領域上に配置される半導体膜、前記半導体膜に電気的に接続されるソース電極及
びドレイン電極とを含む薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタ上に配置される層間
絶縁膜と、前記ドレイン電極に電気的に接続されると共に前記走査線と略直交する信号線
と、前記ソース電極と電気的に接続される画素電極とを備えた表示装置用アレイ基板にお
いて、前記ゲート絶縁膜を介して前記補助容量線と略直交する方向に配線された束ね配線
を含み、前記補助容量線と前記束ね配線とを導電層を介して電気的に接続する補助容量線
連結部を含

ことを特徴とする表示装置用アレイ基板である。
【００１８】
　請求項 に係る発明は、基板上に配置されゲート電極領域を含む複数本の走査線及び前
記走査線と略平行な補助容量線と、この上に配置される第１絶縁膜、少なくとも前記ゲー
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み、前記束ね配線は前記信号線と同一材料からなり、前記導電層は前記画素電極と
同一材料からなる

４

み、前記束ね配線は前記信号線と同一材料からなり、前記導電層は前記画素電
極と同一材料からなる

５



ト電極領域上に配置される半導体膜、前記半導体膜に電気的に接続されるソース電極及び
ドレイン電極とを含む薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタ上に配置される第２絶
縁膜と、前記ドレイン電極に電気的に接続されると共に前記走査線と略直交する信号線と
、前記ソース電極と電気的に接続される画素電極とを備えたアレイ基板を有した液晶表示
装置において、前記第１絶縁膜を介して前記補助容量線と略直交する方向に配線された束
ね配線を含み、前記補助容量線と前記束ね配線とを導電層を介して電気的に接続する補助
容量線連結部を含

ことを特徴とする液晶表示装置である。
【００１９】
　請求項 に係る発明は、基板上に配置されゲート電極領域を含む複数本の走査線及び前
記走査線と略平行な補助容量線と、この上に配置されるゲート絶縁膜、少なくとも前記ゲ
ート電極領域上に配置される半導体膜、前記半導体膜に電気的に接続されるソース電極及
びドレイン電極とを含む薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタ上に配置される層間
絶縁膜と、前記ドレイン電極に電気的に接続されると共に前記走査線と略直交する信号線
と、前記ソース電極と電気的に接続される画素電極とを備えたアレイ基板を有した液晶表
示装置において、前記ゲート絶縁膜を介して前記補助容量線と略直交する方向に配線され
た束ね配線を含み、前記補助容量線と前記束ね配線とを導電層を介して電気的に接続する
補助容量線連結部を含

ことを特徴とする液晶表示装置である。
【００２５】
【発明の実施の形態】

以下、本発明の第１の実施例の液晶表示装置 (1) について図１から図１３に基づいて説明
する。
【００２６】
この液晶表示装置 (1) は、カラー表示が可能な光透過型であって、図２に示すように、ア
レイ基板 (100) と対向基板 (200) との間にポリイミド樹脂から成り、互いに直交する方向
に配向処理が成された配向膜 (141),(241) を介して、ツイスト・ネマチック（ＴＮ）液晶
が保持されている。また、アレイ基板 (100) と対向基板 (200) との外表面には、それぞれ
偏光板 (311)(313)が貼り付けられて構成されている。
【００２７】
図１は、アレイ基板 (100) の概略平面図を示すものであり、図中の下側が液晶表示装置 (1
) の画面上側に位置するものであって、図中下側から上側に向かって走査線が順次選択さ
れるものである。
【００２８】
アレイ基板 (100) は、ガラス基板 (101) 上に配置される４８０本のＡｌ－Ｙ合金から成る
走査線 (111) を含み、各走査線 (111) の一端は、ガラス基板 (101) の一端辺 (101a)側に引
き出され、斜め配線部 (150) を経て走査線パッド (152) に電気的に接続される。ここでは
、走査線 (111) をＡｌ－Ｙ合金で構成したが、Ｍｏ－Ｔａ合金、Ｍｏ－Ｗ合金あるいはＡ
ｌあるいはその合金などで構成してもかまわない。
【００２９】
アレイ基板 (100) は、ガラス基板 (101) 上に走査線 (111) と略直交する１９２０本のＭｏ
－Ｗ合金から成る信号線 (110) を含み、各信号線 (110) はガラス基板 (101) の他の一端辺
(101b)側に引き出され、斜め配線部 (160) を経て信号線パッド (162) に電気的に接続され
る。ここでは、信号線 (110) をＭｏ－Ｗ合金で構成したが、Ｍｏ－Ｔａ合金、Ａｌあるい
は、その合金などで構成してもかまわない。
【００３０】
この走査線 (111) と信号線 (110) との交点部分近傍には、ＴＦＴ (112) が配置されている
。また、このＴＦＴ (112) に接続されるＩＴＯから成る画素電極 (131) が、走査線 (111) 
及び信号線 (110) 上に層間絶縁膜 (127) を介して配置されている。この層間絶縁膜 (127) 
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み、前記束ね配線は前記信号線と同一材料からなり、前記導電層は前記
画素電極と同一材料からなる

８

み、前記束ね配線は前記信号線と同一材料からなり、前記導電層は
前記画素電極と同一材料からなる

第１の実施例



としては、窒化シリコン膜や酸化シリコン膜等の無機絶縁膜あるいはアクリル系等の有機
樹脂被膜で構成することができるが、これら無機絶縁膜と有機樹脂被膜との多層膜で構成
することにより、表面平滑性並びに層間絶縁性はより一層向上される。
【００３１】
（ＴＦＴ領域の構造）
ＴＦＴ (112) 領域の構造について説明する。
【００３２】
各走査線 (111) は、隣り合う画素電極 (131) の信号線 (110) に沿う端辺 (131a),(131b) と
重複するように細線状に延在される延在領域（ 113)を含む。画素電極 (131) と、画素電極
(131) に対応する走査線 (111) に対して前段の走査線 (111) からの延在領域（ 113)との重
複領域（ＯＳ）は、図６に示すように、第１ゲート絶縁膜 (115) 、第２ゲート絶縁膜 (117
) 及び層間絶縁膜 (127) を介して互いに重複され、この重複領域（ＯＳ）により補助容量
（Ｃｓ）が構成される。また、この実施例では、画素電極 (131) は前段の走査線 (111) 自
体とも第１ゲート絶縁膜 (115) 、第２ゲート絶縁膜 (117) 及び層間絶縁膜 (127) を介して
互いに重複され、この重複領域でも補助容量（Ｃｓ）が構成される。
【００３３】
このアレイ基板 (100) に対向する対向基板 (200) は、ガラス基板 (201) 上に配置され、Ｔ
ＦＴ (121) 領域、信号線 (110) 及び走査線 (111) と画素電極 (131) との間隙を遮光するマ
トリクス状の樹脂性の遮光膜 (211) を含む。また、画素電極 (131) に対応する領域には、
それぞれ赤（Ｒ）、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）のカラーフィルタ (221) が配置され、この上に
透明電極材料から成る対向電極 (231) が配置されて構成される。
【００３４】
以上のように、この液晶表示装置 (1) のアレイ基板 (100) によれば、信号線 (110) 及び走
査線 (111) と画素電極 (131) との間には、層間絶縁膜 (127) 、あるいは第１及び第２ゲー
ト絶縁膜 (115),(117) 及び層間絶縁膜 (127) がそれぞれ配置されているので、画素電極 (1
31) を各配線 (110),(111) に対して充分に近接、もしくは重畳して配置することができ、
これにより高開口率化を実現することができる。
【００３５】
また、この実施例によれば、補助容量（Ｃｓ）が画素電極 (131) と、この画素電極 (131) 
と隣接する走査線 (111) から延在される延在領域 (113) との間で形成されるので、別途補
助容量線等を配置する必要がなく、一層の高開口率化が可能となる。特に、この実施例で
は、ＴＦＴ (112) は、走査線 (111) から信号線 (110) に沿って導出される領域をゲート電
極として構成されるため、画素電極 (131) は前段の走査線 (111) 自体にも重畳させること
ができる。これにより、十分な補助容量（Ｃｓ）の確保と高開口率化が同時に達成される
。
【００３６】
そして、画素電極 (131) と走査線 (111) 及び延在領域 (113) との間には、３種類の絶縁膜
(115),(117),(127) がそれぞれ積層配置されているので、本実施例の構造に起因した層間
ショート等の発生も極めて軽減される。
【００３７】
ところで、この実施例では、画素領域が、対向基板 (200) に配置される遮光膜 (211) では
なくアレイ基板 (100) 上の走査線 (111) 及びその延在領域 (113) によって画定される。従
って、アレイ基板 (100) と対向基板 (200) との合わせ精度によらず、走査線 (111) をパタ
ーニングする第１のマスクパターンと画素電極 (131) をパターニングする第５のマスクパ
ターンとの合わせ精度によってのみ決定されるので、アレイ基板 (100) との対向基板 (200
) との合わせずれを考慮して遮光膜 (211) 幅にマージンを設ける必要がないので、更なる
高開口率の実現が可能となる。
【００３８】
さらに、画素領域を画定するため、走査線 (111) の延在領域 (113) を画素電極 (131) の信
号線 (110) に沿う端辺 (131a)(131b)に沿って十分に延在させても、この実施例によれば、
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画素電極 (131) と走査線 (111) の延在領域 (113) との間には第１ゲート絶縁膜 (115) 及び
第２ゲート絶縁膜 (117) の他に層間絶縁膜 (127) が配置されているので、生産性を損なう
ことなく補助容量（Ｃｓ）の大幅な増大を抑えることができる。
【００３９】
また、図５に示すように、信号線 (110) の輪郭と低抵抗半導体膜 (124a)及び半導体膜 (120
) の輪郭が一致している。さらに詳しくは、信号線 (110) と走査線 (111) との交差部には
、必ず第１乃至第２ゲート絶縁膜 (115),(117) の他に低抵抗半導体膜 (124a)及び半導体膜
(120) が積層されている。このため、各パターニングに際してマスクずれが生じても、信
号線 (110) と走査線 (111) との間の容量変動がなく、このため製品間で走査線容量あるい
は信号線容量の変動が軽減される。また、信号線 (110) と走査線 (111) との交差部におけ
る静電気、プロセス中でのゴミ、あるいは各絶縁膜 (115),(117) のピンホールに起因する
層間ショートも抑えられ、これにより高い製造歩留まりが確保できる。
【００４０】
さらに、図６に示すように、信号線 (110) の輪郭と低抵抗半導体膜 (124a)及び半導体膜 (1
20) の輪郭が一致しているので、従来の如く別工程でパターニングされるのとは異なり、
各パターニングに際してマスクずれが生じても、信号線 (110) と走査線 (111) の延在領域
(113) との間に生じる容量変動も十分に抑えることができる。
【００４１】
また、信号線 (110) と走査線 (111) の延在領域 (113) とを重畳、即ち図６において信号線
(111) を介して隣接して配置される延在領域 (113) を信号線 (111) 下において接続する構
造としても、信号線 (110) と走査線 (111) の延在領域 (113) との間には、各絶縁膜 (115),
(117) の他に半導体膜 (120) が必ず配置されるので、静電気、プロセス中でのゴミ、ある
いは各絶縁膜 (115),(117) のピンホールに起因する層間ショートも抑えられ、これにより
高い製造歩留まりが確保できる。そして、このように信号線 (111) と隣接する画素電極 (1
31) 下に延在領域 (113) を配する構成により、信号線 (111) と画素電極 (131) との間の容
量結合が延在領域 (113) によってシールドされ、画素電極 (131) の電位が信号線 (111) の
電位によって受ける影響を軽減できる。しかも、信号線 (111) と絶縁膜 (115) ， (117) と
の間に配置される半導体膜 (120) 及び低抵抗半導体膜 (124a)の輪郭線が信号線 (111) の輪
郭線と一致している。これらの理由から、信号線 (111) と画素電極 (131) とを充分に近接
配置することができ、これにより一層の高開口率化が達成される。
【００４２】
（走査線の外周部付近の構造）
走査線 (111) の外周部付近の構造について、図１及び図３に基づいて説明する。
【００４３】
Ａｌ－Ｙ合金から成る走査線 (111) は、ガラス基板 (101) の一端辺 (101a)側に引き出され
、斜め配線部 (150) 及び走査線パッド (152) に導かれる下層配線部 (111a)を形成している
。
【００４４】
斜め配線部 (150) においては、走査線 (111) から延在される下層配線部 (111a)上には２層
の絶縁膜 (115),(117) が積層配置されている。また、この２層の絶縁膜 (115),(117) の上
には、半導体被膜 (119) 、低抵抗半導体被膜 (123) 及び信号線 (110) と同一工程で同一材
料であるＭｏ－Ｗ合金膜からなる上層配線部 (125a)が積層され、この上層配線部 (125a)　
の上には層間絶縁膜 (127) が配置されている。
【００４５】
そして、この斜め配線部 (150) の基部においては、一対を成す第１コンタクトホール (153
) と第２コンタクトホール (154) とがそれぞれ配線方向に沿って近接して配置され、画素
電極 (131) と同一工程で同一材料であるＩＴＯからなる走査線接続層 (131) によって走査
線 (111) から延在される下層配線部 (111a)と上層配線部 (125a)　とが第１コンタクトホー
ル (153) 及び第２コンタクトホール (154) を介して電気的に接続されている。なお、第２
コンタクトホール (154) は、下層配線部 (111a)の主表面の一部を露出するように２層の絶
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縁膜 (115),(117) 、半導体被膜 (119) 、低抵抗半導体被膜 (123) 及び　上層配線部 (125a)
　を貫通する開口であって、第１コンタクトホール (153) は上層配線部 (125a)の主表面の
一部を露出するように層間絶縁膜 (127) を貫通する開口である。
【００４６】
また、走査線パッド (152) においては、やはり一対を成す第１コンタクトホール (155) と
第２コンタクトホール (156) とがそれぞれ配線方向に沿って近接して配置され、画素電極
(131) と同一工程で同一材料であるＩＴＯからなる走査線接続層 (131) によって走査線 (1
11) の下層配線部 (111a)と上層配線部 (125a)　とが第１コンタクトホール (155) 及び第２
コンタクトホール (156) を介して電気的に接続されている。なお、第２コンタクトホール
(156) は、上述した第２コンタクトホール (154) と同様に、下層配線部 (111a)の主表面の
一部を露出するように２層の絶縁膜 (115),(117) 、半導体被膜 (119) 、低抵抗半導体被膜
(123) 及び　上層配線部 (125a)　を貫通する開口であって、第１コンタクトホール (155) 
は上述の第１コンタクトホール (153) と同様に上層配線部 (125a)の主表面の一部を露出す
るように層間絶縁膜 (127) を貫通する開口である。
【００４７】
これにより、走査線 (111) の斜め配線部 (150) は、互いに別工程でパターニングされる信
号線 (110) と同一材料で同一工程で作製されるＭｏ－Ｗ合金膜からなる上層配線部 (125a)
　とＡｌ－Ｙ合金膜よりなる走査線 (111) から延在される下層配線部 (111a)との積層構造
で構成され、この２層によって斜め配線部 (150) の基部と走査線パッド (152) とが電気的
に接続される。
【００４８】
このため、斜め配線部 (150) において、上層配線部 (125a)　または下層配線部 (111a)　の
一方が断線しても、他方が接続されているため、斜め配線部 (150) での断線不良が極めて
軽減される。
【００４９】
また、斜め配線部 (150) は、Ａｌを主体とした低抵抗材料であるＡｌ－Ｙ合金膜よりなる
下層配線部 (111a)　を含むため、十分な低抵抗化が図れる。
【００５０】
尚、この実施例では、第２コンタクトホール (156) の領域、即ち下層配線部 (111a)と走査
線接続層 (131) との積層領域が主として走査線パッド (152) の接続領域として機能する。
【００５１】
（信号線の外周部付近の構造）
信号線 (110) の外周部付近の構造について、図１及び図４に基づいて説明する。
【００５２】
走査線 (111) と同一工程で同一材料から成るＡｌ－Ｙ合金膜から成る下層配線部 (111b)　
が、各信号線 (110) に対応してガラス基板 (101) の一端辺 (101b)側の信号線 (110) の斜め
配線部 (160) 及び信号線パッド (162) に配置されている。
【００５３】
斜め配線部 (160) においては、下層配線部 (111b)　の上には、２層の絶縁膜 (115),(117) 
が配置されている。また、この２層の絶縁膜 (115),(117) の上に、半導体被膜 (119) 、低
抵抗半導体被膜 (123) 及び信号線 (110) から延在されるＭｏ－Ｗ合金膜からなる上層配線
部 (125b)（信号線 (110) ）が積層され、この上層配線部 (125b)　上には層間絶縁膜 (127) 
が配置されている。
【００５４】
そして、この斜め配線部 (160) の基部においては、一対を成す第１コンタクトホール (163
) と第２コンタクトホール (164) とがそれぞれ配線方向に沿って近接して配置され、画素
電極 (131) と同一工程で同一材料であるＩＴＯからなる信号線接続層 (131) によって信号
線 (110) から延在される上層配線部 (125b)と下層配線部 (111b)　とが電気的に接続されて
いる。なお、第２コンタクトホール (164) は、下層配線部 (111b)の主表面の一部を露出す
るように２層の絶縁膜 (115),(117) 、半導体被膜 (119) 、低抵抗半導体被膜 (123) 及び　
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上層配線部 (125b)　を貫通する開口であって、第１コンタクトホール (163) は上層配線部
(125b)の主表面の一部を露出するように層間絶縁膜 (127) を貫通する開口である。
【００５５】
また、信号線パッド (162) においては、やはり一対を成す第１コンタクトホール (165) と
第２コンタクトホール (166) とがそれぞれ配線方向に近接して配置され、画素電極 (131) 
と同一工程で同一材料であるＩＴＯからなる信号線接続層 (131) によって信号線 (110) か
ら延在される上層配線部 (125b)と下層配線部 (111b)とが電気的に接続されている。なお、
第２コンタクトホール (166) は、上述した第２コンタクトホール (164) と同様に、下層配
線部 (111b)の主表面の一部を露出するように２層の絶縁膜 (115),(117) 、半導体被膜 (119
) 、低抵抗半導体被膜 (123) 及び　上層配線部 (125b)　を貫通する開口であって、第１コ
ンタクトホール (165) は上述の第２コンタクトホール (163) と同様に上層配線部 (125b)の
主表面の一部を露出するように層間絶縁膜 (127) を貫通する開口である。
【００５６】
これにより、斜め配線部 (160) においては、Ｍｏ－Ｗ合金膜よりなる信号線 (110) から延
在される上層配線部 (125b)と走査線 (111) と同一工程で同一材料であるＡｌ－Ｙ合金膜か
ら成る下層配線部 (111b)　とが積層配置され、この２層によって、斜め配線部 (160) の基
部と信号線パッド (162) とを電気的に接続している。
【００５７】
そのため、斜め配線部 (160) において、Ｍｏ－Ｗ合金膜よりなる上層配線部 (125b)　また
はＡｌ－Ｙ合金膜から成る下層配線部 (111b)　の一方が断線しても、他方が接続されてい
るため、斜め配線部 (160) に断線不良が生じることが軽減される。
【００５８】
また、斜め配線部 (160) は、Ａｌを主体とした低抵抗材料であるＡｌ－Ｙ合金膜よりなる
下層配線部 (111b)　を含むため、十分な低抵抗化が図れる。
【００５９】
尚、この実施例では、第２コンタクトホール (166) の領域、即ち下層配線部 (111b)と走査
線接続層 (131) との積層領域が主として信号線パッド (162) の接続領域として機能する。
【００６０】
上述した構成によれば、駆動ＩＣのバンプ、ＦＰＣ（フレキシブル・プリント・サーキッ
ト）やＴＣＰ（テープ・キャリア・パッケージ）の電極等を信号線パッド (162) 及び走査
線パッド (152) にＡＣＦ（異方性導電膜）等の接続層を介して電気的に接続する場合に、
信号線パッド (162) 及び走査線パッド (152) の構成が実質的に同一であるため、信号線パ
ッド (162) 及び走査線パッド (152) の接続条件を等しくしても接続層に印加される熱や圧
力等が略等しくでき、これにより同一条件での製造が可能となる。即ち、この実施例では
、走査線パッド (152) の接続領域は、主として走査線 (111) から導出されるＡｌ－Ｙ合金
膜よりなる下層配線部 (111a)と画素電極 (131) と同一材料であるＩＴＯからなる走査線接
続層 (131) との積層構造で構成され、また信号線接続パッド (162) の接続領域は、主とし
て走査線 (111) と同時に形成されるＡｌ－Ｙ合金膜よりなる下層配線部 (111b)と画素電極
(131) と同一材料であるＩＴＯからなる信号線接続層 (131) との積層構造で構成されてお
り、その構造は実質的に同一である。
【００６１】
（アレイ基板の製造工程）
次に、このアレイ基板 (100) の製造工程について、図７から図１３を参照して詳細に説明
する。
【００６２】
（１）第１工程
図７に示すように、ガラス基板 (101) 上にスパッターによりＡｌ－Ｙ合金膜、Ｍｏ膜をそ
れぞれ２００ｎｍ厚、３０ｎｍ厚で連続して堆積し、第１のマスクパターンを用いて露光
し、現像、パターニング（第１のパターニング）を経る。
【００６３】
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これにより、ガラス基板 (101) 上に４８０本の走査線 (111) を作製すると共に、その一端
辺 (101a)側において走査線 (111) の斜め配線部 (150) 及び走査線パッド (152) を構成する
下層配線部 (111a)、一端辺 (101b)において信号線 (110) の斜め配線部 (160) 及び信号線パ
ッド (162) を構成する下層配線部 (111b)をそれぞれ同時に作製する。
【００６４】
さらに、ＴＦＴ領域では走査線 (111) と一体で走査線 (111) と直交する方向に導出される
ゲート電極を作製する。また、走査線 (111) のパターニングの際に走査線 (111) と直交す
る方向に導出され、補助容量（Ｃｓ）を形成するための延在領域 (113) も同時に作製して
おく（図１参照）。
【００６５】
（２）第２工程
第１工程の後、図８に示すように、プラズマＣＶＤ法により１５０ｎｍ厚の酸化シリコン
膜から成る第１ゲート絶縁膜 (115) を堆積した後、さらに１５０ｎｍ厚の窒化シリコン膜
から成る第２ゲート絶縁膜 (117) 、５０ｎｍ厚のａ－Ｓｉ：Ｈから成る半導体被膜 (119) 
及び２００ｎｍ厚の窒化シリコン膜から成るチャネル保護被膜 (121) を連続的に大気にさ
らすことなく成膜する。
【００６６】
（３）第３工程
第２工程の後、図９に示すように、走査線 (111) をマスクとした裏面露光技術により走査
線 (111) に自己整合的にチャネル保護被膜 (121) をパターニングし、さらにＴＦＴ領域に
対応するように第２のマスクパターンを用いて露光し、現像、パターニング（第２のパタ
ーニング）を経て、島状のチャネル保護膜 (122) を作製する。
【００６７】
（４）第４工程
第３工程の後、図１０に示すように、良好なオーミックコンタクトが得られるように露出
する半導体被膜 (119) 表面を弗酸（ＨＦ）系溶液で処理し、プラズマＣＶＤ法により不純
物としてリンを含む３０ｎｍ厚のｎ＋ａ－Ｓｉ：Ｈから成る低抵抗半導体被膜 (123) を堆
積し、さらに３００ｎｍ厚のＭｏ－Ｗ合金膜 (125) をスパッターにより堆積する。
【００６８】
（５）第５工程
第４工程の後、図１１に示すように、第３のマスクパターンを用いて露光、現像し、Ｍｏ
－Ｗ合金膜 (125) 、低抵抗半導体被膜 (123) 及び半導体被膜 (119) を窒化シリコン膜から
成る第１ゲート絶縁膜 (115) あるいは第２ゲート絶縁膜 (117) とチャネル保護膜 (122) と
のエッチング選択比を制御することにより、一括してプラズマエッチングによりパターニ
ングする（第３のパターニング）。
【００６９】
これにより、ＴＦＴ領域においては、抵抗半導体膜 (124a)とソース電極 (126b)とを一体に
作製し、低抵抗半導体膜 (124b)及び信号線 (110) と一体にドレイン電極 (126a)を作製する
。
【００７０】
走査線パッド (152) 及び斜め配線部 (150) の基部においては、下層配線部 (111a)上に沿っ
てＭｏ－Ｗ合金膜 (125) をパターニングして上層配線部（ 125a）を形成すると共に、上層
配線部 (125a)に沿って低抵抗半導体被膜 (123) 及び半導体被膜 (119) を一括してパターニ
ングする。これと同時に、上述した第２コンタクトホール (154),(156) に対応する上層配
線部 (125a)　、低抵抗半導体被膜 (123) 及び半導体被膜 (119) を貫通する開口 (154a),(15
6a) を作製する。
【００７１】
同様に、信号線パッド (162) 及び斜め配線部 (160) の基部においても、下層配線部 (111b)
上に沿ってＭｏ－Ｗ合金膜 (125) をパターニングして信号線 (110) から延在される上層配
線部（ 125b）を形成すると共に、上層配線部 (125b)に沿って低抵抗半導体被膜 (123) 及び
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半導体被膜 (119) を一括してパターニングする。これと同時に、上述した第２コンタクト
ホール (164),(166) に対応する領域の上層配線部 (125b)　、低抵抗半導体被膜 (123) 及び
半導体被膜 (119) を貫通する開口 (164a),(166a) を作製する。
【００７２】
ここでは、　Ｍｏ－Ｗ合金膜 (125) 、低抵抗半導体被膜 (123) 及び半導体被膜 (119) をド
ライエッチングによりパターニングしたが、ウエットエッチングでもかまわない。
【００７３】
（６）第６工程
第５工程の後、この上に２００ｎｍ厚の窒化シリコン膜から成る層間絶縁膜 (127) を堆積
する。
【００７４】
そして、図１２に示すように、第４のマスクパターンを用いて露光、現像し、ソース電極
(126b)に対応する領域の一部の層間絶縁膜 (127) を除去してドライエッチングによりコン
タクトホール (129a)　を形成する。
【００７５】
走査線パッド (152) 及び斜め配線部 (150) の基部においては、開口 (154a),(156a) に対応
する第１及び第２ゲート絶縁膜 (117) と共に層間絶縁膜 (127) を一括して除去して第２コ
ンタクトホール (154),(156) を形成する（第４のパターニング）と同時に、第２コンタク
トホール (154),(156) 近傍の層間絶縁膜 (127) を除去して第２コンタクトホール (154),(1
56) と一対を成す第１コンタクトホール (153),(155) を作製する。
【００７６】
同時に、信号線パッド (162) 及び斜め配線部 (160) の基部においては、開口 (164a),(166a
) に対応する第１及び第２ゲート絶縁膜 (117) と共に層間絶縁膜 (127) を一括して除去し
て第２コンタクトホール (164),(166) を形成すると同時に、第２コンタクトホール (164),
(166) 近傍の層間絶縁膜 (127) を除去して第２コンタクトホール (164),(166) とそれぞれ
一対を成す第１コンタクトホール (163),(165) を作製する。
【００７７】
（７）第７工程
第６工程の後、図１３に示すように、この上に１００ｎｍ厚のＩＴＯ膜をスパッターによ
り堆積し、第５のマスクパターンを用いて露光、現像、ドライエッチングによるパターニ
ング（第５のパターニング）を経て、画素電極 (131) を作製する。ＩＴＯ膜のパターニン
グも、ドライエッチングに代えてウエットエッチングであってもかまわない。
【００７８】
走査線パッド (152) 及び斜め配線部 (150) の基部においては、第１コンタクトホール (153
),(155) と第２コンタクトホール (154),(156) とを、それぞれ電気的に接続するための走
査線接続層 (131) を形成し、これにより走査線 (111) と走査線パッド (152) とは、下層配
線部 (111a)と上層配線部 (125a)の２層構造の斜め配線部 (150) により電気的に接続される
。
【００７９】
信号線パッド (162) 及び斜め配線部 (160) の基部においても、第１コンタクトホール (163
),(165) と第２コンタクトホール (164),(166) とを、それぞれ電気的に接続するための信
号線接続層 (131) を同時に形成し、これにより信号線 (110) と信号線接続パッド (162) と
は、下層配線部 (111b)と上層配線部 (125b)の２層構造の斜め配線部 (160) により電気的に
接続される。
【００８０】
（第１の実施例の効果）
以上のように、この実施例のアレイ基板によれば、基本構成を５枚のマスクにより、アレ
イ基板を作製することができる。即ち、画素電極を最上層に配置し、これに伴い信号線、
ソース、ドレイン電極と共に、半導体被膜等を同一のマスクパターンに基づいて一括して
パターニングすると共に、ソース電極と画素電極との接続用のコンタクトホールの作製と
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共に、信号線や走査線の接続端を露出するためのコンタクトホールの作製を同時に行うこ
とで、少ないマスク数で生産性を向上でき、しかも製造歩留まりを低下させることもない
。
【００８１】
また、信号線及び走査線の各斜め配線部においては、信号線を成すＭｏ－Ｗ合金膜から成
る上層配線部と走査線を成すＡｌ－Ｙ合金膜から成る下層配線部との２層によって構成さ
れ、各斜め配線部の基部と各パッドとを電気的に接続している。そのため、斜め配線部に
おいて、上層配線部または下層配線部の一方が断線しても、他方が接続されているため、
斜め配線部が断線することがない。
【００８２】
更に、斜め配線部は、少なくともＡｌを主体とした低抵抗材料で構成される配線層を含む
ため、十分な低抵抗化が図れる。
【００８３】
また、駆動ＩＣのバンプやＴＣＰ等の電極を接続するための信号線パッド及び走査線パッ
ドは、実質的に同一構成であるため、両者を同じ条件で接続することが可能となる。
【００８４】
（その他の変更例）
この実施例では、半導体膜をａ－Ｓｉ：Ｈで構成する場合について説明したが、多結晶シ
リコン膜等であっても良いことは言うまでもない。また、周辺領域に駆動回路部を一体的
に構成しても良い。
【００８５】
また、さらに信号線や走査線上に画素電極を一部重複させて配置する場合、少なくとも画
素電極と信号線との間に絶縁層を介して金属膜等でシールド電極を配するようにすれば、
画素電極が信号線からの電位による影響を軽減できる。
【００８６】
（信号線及び走査線の外周部付近の構造の変更例）
図１４に示すように、信号線 (110) の外周部付近の構造の変更例について説明する。
【００８７】
走査線 (111) と同一工程で同一材料から成るＡｌ－Ｙ合金膜から成る下層配線部 (111b)が
、各信号線 (110) に対応してガラス基板 (101) の一端辺 (101b)側の信号線 (110) の斜め配
線部 (160) 及び信号線パッド (162) に配置されている。
【００８８】
斜め配線部 (160) においては、下層配線部 (111b)　の上には、２層の絶縁膜 (115),(117) 
が配置されている。また、この２層の絶縁膜 (115),(117) の上に、半導体被膜 (119) 、低
抵抗半導体被膜 (123) 及び信号線 (110) から延在されるＭｏ－Ｗ合金膜からなる上層配線
部 (125b)（信号線 (110) ）が積層され、この上層配線部 (125b)上には層間絶縁膜 (127) が
配置されている。
【００８９】
そして、この斜め配線部 (160) の基部においては、上述した実施例と同様であり、信号線
パッド (162) においては、一対の第１コンタクトホール (175) と第２コンタクトホール (1
76) とがそれぞれ配置され、画素電極 (131) と同一工程で同一材料であるＩＴＯからなる
信号線接続層 (131) によって信号線 (110) から延在される上層配線部 (125b)と下層配線部
(111b)　とを電気的に接続している。なお、第１コンタクトホール (175) は、下層配線部
(111b)の主表面の一部を露出するように２層の絶縁膜 (115),(117) 、半導体被膜 (119) 、
低抵抗半導体被膜 (123) 及び　上層配線部 (125b)　を貫通する開口であって、第２コンタ
クトホール (176) は上層配線部 (125b)の主表面の一部を露出するように層間絶縁膜 (127) 
を貫通する開口である。
【００９０】
このように、この変更例では、上述した実施例とは、信号線パッド (162) が、主として下
層配線部 (111b)　、２層の絶縁膜 (115),(117) 、この２層の絶縁膜 (115),(117) の上に配
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置される半導体被膜 (119) 、低抵抗半導体被膜 (123) 、信号線 (110) から延在されるＭｏ
－Ｗ合金膜からなる上層配線部 (125b)（信号線 (110) ）及び画素電極 (131) を構成するＩ
ＴＯから成る信号線接続層 (131) の積層構造で構成される点において相違している他は、
上述した実施例と同様である。
【００９１】
なお、走査線 (111) の外周部付近の構造についても、信号線側と同様にする方が望ましい
。
【００９２】

以下、本発明の第２の実施例である光透過型の液晶表示装置 (1) について図１５から図２
６に基づいて説明する。
【００９３】
図１６に示すように、液晶表示装置 (1) はアレイ基板 (100) と対向基板 (200) との間にポ
リイミド樹脂から成り、互いに直交する方向に配向処理が成された配向膜 (141),(241) を
介して、ツイスト・ネマチック液晶が保持されている。また、アレイ基板 (100) と対向基
板 (200) との外表面には、それぞれ偏光板 (311)(313)が貼り付けられて構成されている。
【００９４】
図１５は、この実施例のアレイ基板 (100) の概略平面図を示すものであるが、図中の下側
が液晶表示装置 (1) の画面上側に位置するものであって、図中下側から上側に向かって走
査線が順次選択されるものである。
【００９５】
アレイ基板 (100) は、ガラス基板 (101) 上に配置される４８０本のＡｌ－Ｙ合金から成る
走査線 (111) を含み、各走査線 (111) の一端は、ガラス基板 (101) の一端辺 (101a)側に引
き出され、斜め配線部 (150) を経て走査線パッド (152) を形成している。なお、この斜め
配線部 (150) 及び走査線パッド (152) の構造は、第１の実施例と同様の構造であり、また
、製造工程も同様に製造できる。
【００９６】
アレイ基板 (100) は、ガラス基板 (101) 上に走査線 (111) と略直交する１９２０本のＭｏ
－Ｗ合金から成る信号線 (110) を含み、各信号線 (110) はガラス基板 (101) の一端は、他
の一端辺 (101b)側に引き出され、斜め配線部 (160) を経て信号線パッド (162) を形成して
いる。なお、この斜め配線部 (160) 及び信号線パッド (162) の構造は、第１の実施例と同
様の構造であり、また、製造工程も同様に製造できる。
【００９７】
この走査線 (111) と信号線 (110) との交点部分には、ＴＦＴ (112) が配置されている。ま
た、このＴＦＴ (112) の画素電極 (131) が、走査線 (111) 及び信号線 (110) 上に層間絶縁
膜 (127) を介して配置されている。この層間絶縁膜 (127) としては、窒化シリコン膜等の
無機絶縁膜で構成することができるが、これら無機絶縁膜と有機樹脂被膜との多層膜で構
成することにより、表面平滑性並びに層間絶縁性はより一層向上される。
【００９８】
（ＴＦＴ領域の構造）
ＴＦＴ (112) 領域の構造について説明する。
【００９９】
各走査線 (111) は、隣り合う画素電極 (131) の信号線 (110) に沿う端辺 (131a),(131b) と
重複するように細線状に延在される延在領域（ 113)を含む。この延在領域（ 113)と画素電
極 (131) との重複領域（ＯＳ）は、図４に示すように、第１ゲート絶縁膜 (115) 、第２ゲ
ート絶縁膜 (117) 及び層間絶縁膜 (127) を介して互いに重複されて補助容量（Ｃｓ）が構
成されている。
【０１００】
ＴＦＴ領域 (121) 以外の位置であって、画素電極 (131) の走査線 (111) に沿う上端辺の位
置と、走査線 (111) のまたがった位置の間には、平面矩形の光遮蔽層 (170) が設けられて
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いる。この光遮蔽層 (170) は、信号線 (110) と同一の材料で形成されている。
【０１０１】
このアレイ基板 (100) に対向する対向基板 (200) は、ガラス基板 (201) 上に配置され、Ｔ
ＦＴ (121) 領域、信号線 (110) 及び走査線 (111) と画素電極 (131) との間隙を遮光するマ
トリクス状の樹脂性の遮光膜 (211) を含む。また、画素電極 (131) に対応する領域には、
それぞれ赤（Ｒ）、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）のカラーフィルタ (221) が配置され、この上に
透明電極材料から成る対向電極 (231) が配置されて構成される。
【０１０２】
以上のように、この実施例の液晶表示装置 (1) のアレイ基板 (100) によれば、信号線 (110
) 及び走査線 (111) と画素電極 (131) との間には、層間絶縁膜 (127) 、あるいは第１及び
第２ゲート絶縁膜 (115),(117) 及び層間絶縁膜 (127) がそれぞれ配置されているので、画
素電極 (131) を各配線 (110),(111) に対して充分に近接、もしくは重畳して配置すること
ができ、これにより高開口率化を実現することができる。
【０１０３】
しかも、補助容量（Ｃｓ）が画素電極 (131) と、この画素電極 (131) と隣接する走査線 (1
11) から延在される延在領域 (113) との間で形成されるので、別途補助容量線等を配置す
る必要がなく、一層の高開口率化が可能となる。そして、画素電極 (131) と延在領域 (113
) との間には、３種類の絶縁膜 (115),(117),(127) が配置されているので、本実施例の構
造に起因した層間ショート等の発生も極めて軽減される。
【０１０４】
ところで、この実施例では、画素領域が、対向基板 (200) に配置される遮光膜 (211) では
なくアレイ基板 (100) 上の延在領域 (113) によって画定される。また、光遮蔽層 (170) が
、画素電極 (131) の上端辺と、この画素電極 (131) に対応する走査線 (111) との間に設け
られているため、この光遮蔽層 (170) も、画素領域端の上端辺を画定する役割を果たして
いる。従って、アレイ基板 (100) と対向基板 (200) との合わせ精度によらず、走査線 (111
) をパターニングする第１のマスクパターンと画素電極 (131) をパターニングする第５の
マスクパターンとの合わせ精度によってのみ決定されるので、アレイ基板 (100) との対向
基板 (200) との合わせずれを考慮して遮光膜 (211) 幅にマージンを設ける必要がないので
、更なる高開口率の実現ができる。
【０１０５】
さらに、画素領域を画定するため、走査線 (111) の延在領域 (113) を画素電極 (131) の信
号線 (110) に沿う端辺 (131a)(131b)に沿って十分に延在させても、この実施例によれば、
画素電極 (131) と走査線 (111) の延在領域 (113) との間には第１ゲート絶縁膜 (115) 及び
第２ゲート絶縁膜 (117) の他に層間絶縁膜 (127) が配置されているので、生産性を損なう
ことなく補助容量（Ｃｓ）の大幅な増大を抑えることができる。
【０１０６】
また、この実施例によれば、図１７に示すように、信号線 (110) の輪郭と低抵抗半導体膜
(124a)及び半導体膜 (120) の輪郭が一致している。さらに詳しくは、信号線 (110) と走査
線 (111) との交差部には、必ず第１乃至第２ゲート絶縁膜 (115),(117) の他に低抵抗半導
体膜 (124a)及び半導体膜 (120) が積層されている。このため、各パターニングに際してマ
スクずれが生じても、信号線 (110) と走査線 (111) との間の容量変動がなく、このため製
品間で走査線容量あるいは信号線容量の変動が軽減される。また、信号線 (110) と走査線
(111) との交差部における静電気、プロセス中でのゴミ、あるいは、２層の絶縁膜 (115),
(117) のピンホールに起因する層間ショートも抑えられ、これにより高い製造歩留まりが
確保できる。
【０１０７】
さらに、この実施例によれば、図１８に示すように信号線 (110) の輪郭と低抵抗半導体膜
(124a)及び半導体膜 (120) の輪郭が一致しているので、各パターニングに際してマスクず
れが生じても、信号線 (110) と走査線 (111) の延在領域 (113) との間に生じる容量変動も
十分に抑えることができる。
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【０１０８】
また、信号線 (110) と走査線 (111) の延在領域 (113) とを重畳、即ち図１８において信号
線 (111) を介して隣接して配置される延在領域 (113) を信号線 (111) 下において接続する
構造としても、信号線 (110) と走査線 (111) の延在領域 (113) との間には、各絶縁膜 (115
),(117) の他に半導体膜 (120) が必ず配置されるので、静電気、プロセス中でのゴミ、あ
るいは各絶縁膜 (115),(117) のピンホールに起因する層間ショートも抑えられ、これによ
り高い製造歩留まりが確保できる。そして、このように信号線 (111) と隣接する画素電極
(131) 下に延在領域 (113) を配する構成により、信号線 (111) と画素電極 (131) との間の
容量結合が延在領域 (113) によってシールドされ、画素電極 (131) の電位が信号線 (111) 
の電位によって受ける影響を軽減できる。しかも、信号線 (111) と絶縁膜 (115) ， (117) 
との間に配置される半導体膜 (120) 及び低抵抗半導体膜 (124a)の輪郭線が信号線 (111) の
輪郭線と一致している。これらの理由から、信号線 (111) と画素電極 (131) とを充分に近
接配置することができ、これにより一層の高開口率化が達成される。
【０１０９】
（アレイ基板の製造工程）
次に、このアレイ基板 (100) の製造工程について、図２０から図２６を参照して詳細に説
明する。
【０１１０】
（１）第１工程
図２０に示すように、Ａ－Ａ´線断面の位置においては、ガラス基板 (101) 上にスパッタ
ーによりＡｌ－Ｙ合金膜上にＭｏ膜をそれぞれ２００ｎｍ厚、３０ｎｍ厚で堆積し、第１
のマスクパターンを用いて露光し、現像、パターニング（第１のパターニング）を経て４
８０本の走査線 (111) を作製する。尚、走査線 (111) のパターニングの際に延在領域 (113
) も同時に作製する（図１５参照）。
【０１１１】
Ｄ－Ｄ´線断面の位置においても、上記と同様にガラス基板 (101) の上に、走査線 (111) 
を作製する。
【０１１２】
（２）第２工程
第１工程の後、図２１に示すように、Ａ－Ａ´線断面の位置においては、プラズマＣＶＤ
法により１５０ｎｍ厚の酸化シリコン膜から成る第１ゲート絶縁膜 (115) を堆積した後、
さらに１５０ｎｍ厚の窒化シリコン膜から成る第２ゲート絶縁膜 (117) 、５０ｎｍ厚のａ
－Ｓｉ：Ｈから成る半導体被膜 (119) 及び２００ｎｍ厚の窒化シリコン膜から成るチャネ
ル保護被膜 (121) を連続的に大気にさらすことなく成膜する。
【０１１３】
Ｄ－Ｄ´線断面の位置においても、上記と同様に、第１ゲート絶縁膜 (115) と第２ゲート
絶縁膜 (117) 及びチャネル保護被膜 (121) を作製する。
【０１１４】
（３）第３工程
第２工程の後、図２２に示すように、Ａ－Ａ´線断面の位置においては、走査線 (111) を
マスクとした裏面露光技術により走査線 (111) に自己整合的にチャネル保護被膜 (121) を
パターニングし、さらにＴＦＴ領域に対応するように第２のマスクパターンを用いて露光
し、現像、パターニング（第２のパターニング）を経て、島状のチャネル保護膜 (122) を
作製する。
【０１１５】
Ｄ－Ｄ´線断面の位置においては、パターニングによりチャネル保護被膜 (121) は除去さ
れる。
【０１１６】
（４）第４工程
第３工程の後、図２３に示すように、Ａ－Ａ´線断面の位置においては、良好なオーミッ
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クコンタクトが得られるように露出する半導体被膜 (119) 表面を弗酸（ＨＦ）系溶液で処
理し、プラズマＣＶＤ法により不純物としてリンを含む３０ｎｍ厚のｎ＋ａ－Ｓｉ：Ｈか
ら成る低抵抗半導体被膜 (123) を堆積し、さらに３００ｎｍ厚のＭｏ－Ｗ合金膜 (125) を
スパッターにより堆積する。
【０１１７】
Ｄ－Ｄ´線断面の位置においても、上記と同様に、低抵抗半導体被膜 (123) を堆積した後
、Ｍｏ－Ｗ合金膜 (125) を堆積させる。
【０１１８】
（５）第５工程
第４工程の後、図２４に示すように、Ａ－Ａ´線断面の位置においては、第３のマスクパ
ターンを用いて露光、現像し、Ｍｏ－Ｗ合金膜 (125) 、低抵抗半導体被膜 (123) 及び半導
体被膜 (119) を窒化シリコン膜から成る第２ゲート絶縁膜 (117) 及びチャネル保護膜 (122
) とのエッチング選択比を制御することにより、一括してプラズマエッチングによりパタ
ーニング（第３のパターニング）して、半導体膜 (120) 、低抵抗半導体膜 (124a),(124b) 
、ソース電極 (126b)、信号線 (110) 及び信号線 (110) と一体の接続端 (110a)（図１５参照
）及び信号線 (110) と一体のドレイン電極 (126a)を作製する。
【０１１９】
Ｄ－Ｄ´線断面の位置においても、上記と同様にして、半導体膜 (120) 、低抵抗半導体膜
(124b)及びＭｏ－Ｗ合金膜 (125) を島の抜き状にパターニングする。これにより、Ｍｏ－
Ｗ合金膜 (125) の位置が、光遮蔽層 (170) を形成する。この場合に、光遮蔽層 (170) が、
走査線 (111) を全て覆うことなく、一部分が覆うようにする。
【０１２０】
（６）第６工程
第５工程の後、２００ｎｍ厚の窒化シリコン膜から成る層間絶縁膜 (127) を堆積し、図２
５に示すように、Ａ－Ａ´線断面の位置においては、第４のマスクパターンを用いて露光
、現像し、ソース電極 (126b)に対応する層間絶縁膜 (127) を除去してコンタクトホール (1
29ａ ) を形成する。また、信号線 (110) の接続端 (110a)（図１５参照）に対応する層間絶
縁膜 (127) を除去してコンタクトホール (129c)を形成する（第４のパターニング）。
【０１２１】
Ｄ－Ｄ´線断面の位置においても、上記と同様に層間絶縁膜 (127) を形成する。
【０１２２】
（７）第７工程
第６工程の後、図２６に示すように、Ａ－Ａ´線断面の位置においては、この上に１００
ｎｍ厚のＩＴＯ膜をスパッターにより堆積し、第５のマスクパターンを用いて露光、現像
、パターニング（第５のパターニング）を経て、画素電極 (131) を作製する（図１５参照
）。
【０１２３】
Ｄ－Ｄ´線断面の位置においては、上記と同様に、画素電極 (131) を層間絶縁膜 (127) の
上に設ける。この場合に、光遮蔽層 (170) が、走査線 (111) と、画素電極 (131) とにまた
がるようにする。
【０１２４】
（第２の実施例の効果）
以上のように、この実施例のアレイ基板によれば、基本構成を５枚のマスクにより、アレ
イ基板を作製することができる。即ち、画素電極を最上層に配置し、これに伴い信号線、
ソース、ドレイン電極と共に、半導体被膜等を同一のマスクパターンに基づいて一括して
パターニングすると共に、ソース電極と画素電極との接続用のコンタクトホールの作製と
共に、信号線や走査線の接続端を露出するためのコンタクトホールの作製を同時に行うこ
とで、少ないマスク数で生産性を向上でき、しかも製造歩留まりを低下させることもない
。
【０１２５】
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さらに、上記製造工程においては、画素電極 (131) と画素電極 (131) に対応する走査線 (1
11) のまたがった位置に、光遮蔽層 (170) を同時に形成することができる。この場合に、
製造工程を増やす必要がない。
【０１２６】
この実施例では、画素電極 (131) と画素電極 (131) に対応する走査線 (111) のまたがった
位置に光遮蔽層 (170) を配したが、画素電極 (131) と画素電極 (131) に対応する走査線 (1
11) の前段あるいは次段の走査線 (111) にまたがった位置に光遮蔽層 (170) を配してもか
まわない。
【０１２７】
（光遮蔽層に関する変更例）
図２７は、光遮蔽層に関する変更例であって、第２の実施例と異なる点は、光遮蔽層 (180
) が画素電極 (131) と画素電極 (131) に対応する走査線 (111) の前段の走査線 (111) と画
素電極 (131) の下辺を覆って配置されるところにあり、光遮蔽層 (170) とは電気的に絶縁
されていることである。なお、光遮蔽層 (170) と光遮蔽層 (180) とを絶縁せず一体にして
もよい。
【０１２８】
このような構成によれば、画素領域の開口をアレイ基板上で画定することができ、これに
より高開口率化が実現される。
【０１２９】
（その他の変更例）
この実施例では、半導体膜をａ－Ｓｉ：Ｈで構成する場合について説明したが、多結晶シ
リコン膜等であっても良いことは言うまでもない。また、周辺領域に駆動回路部を一体的
に構成しても良い。
【０１３０】
また、さらに信号線や走査線上に画素電極を一部重複させて配置する場合、少なくとも画
素電極と信号線との間に絶縁層を介して金属膜等でシールド電極を配するようにすれば、
画素電極が信号線からの電位による影響を軽減できる。
【０１３１】

以下、本発明の第３の実施例の液晶表示装置 (1) について図２８から図３８を参照して説
明する。
【０１３２】
図２９に示すように、液晶表示装置 (1) は、アレイ基板 (100) と対向基板 (200) との間に
ポリイミド樹脂から成り、互いに直交する方向に配向処理が成された配向膜 (141),(241) 
を介して、ツイスト・ネマチック液晶から成る液晶層 (400) が保持されている。また、ア
レイ基板 (100) と対向基板 (200) との外表面には、それぞれ偏光板 (311),(313) が貼り付
けられて構成されている。
【０１３３】
アレイ基板 (100) は、ガラス基板 (101) 上に配置される４８０本のＡｌ－Ｙ合金から成る
走査線 (111) 、この走査線 (111) と同一材料であって同一工程にて作製される走査線 (111
) と略平行な補助容量線 (113) 、走査線 (111) と補助容量線 (113) 上に配置される酸化シ
リコン膜からなる第１ゲート絶縁膜 (115) 、この上に堆積される窒化シリコン膜からなる
第２ゲート絶縁膜 (117) とを含む。
【０１３４】
アレイ基板 (100) は、ガラス基板 (101) 上に配置される４８０本のＡｌ－Ｙ合金から成る
走査線 (111) を含み、各走査線 (111) の一端は、ガラス基板 (101) の一端辺片 (101a)側に
引き出され、斜め配線部 (150) を経て走査線パッド (152) を形成している。なお、この斜
め配線部 (150) 及び走査線パッド (152) の構造は、第１の実施例と同様の構造であり、ま
た、製造工程も同様に製造できる。
【０１３５】
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アレイ基板 (100) は、ガラス基板 (101) 上に走査線 (111) と略直交する１９２０本のＭｏ
－Ｗ合金から成る信号線 (110) を含み、各信号線 (110) はガラス基板 (101) の一端は、他
の一端辺 (101b)側に引き出され、斜め配線部 (160) を経て信号線パッド (162) を形成して
いる。なお、この斜め配線部 (160) 及び信号線パッド (162) の構造は、第１の実施例と同
様の構造であり、また、製造工程も同様に製造できる。
【０１３６】
この走査線 (111) と信号線 (110) との交点部分には、ＴＦＴ (112) が配置されている。ま
た、このＴＦＴ (112) の画素電極 (131) が、走査線 (111) 及び信号線 (110) 上に層間絶縁
膜 (127) を介して配置されている。この層間絶縁膜 (127) としては、窒化シリコン膜等の
無機絶縁膜で構成することができるが、これら無機絶縁膜と有機樹脂被膜との多層膜で構
成することにより、表面平滑性並びに層間絶縁性はより一層向上される。
【０１３７】
このアレイ基板 (100) に対向する対向基板 (200) は、ガラス基板 (201) 上に配置され、Ｔ
ＦＴ (121) 領域、信号線 (110) 及び走査線 (111) と画素電極 (131) との間隙を遮光するマ
トリクス状の樹脂性の遮光膜 (211) を含む。また、画素電極 (131) に対応する領域には、
それぞれ赤（Ｒ），緑（Ｇ）及び青（Ｂ）のカラーフィルタ (221) が配置され、この上に
透明電極材料から成る対向電極 (231) が配置されて構成される。
【０１３８】
（ＴＦＴ領域の構造）
ＴＦＴ (112) 領域の構造について説明する。
【０１３９】
アレイ基板 (100) では、図２９に示すように、画素電極 (131) が、走査線 (111) に対して
第１ゲート絶縁膜 (115) 、第２ゲート絶縁膜 (117) 及び層間絶縁膜 (127) を介して配置さ
れ、また信号線 (110) に対しても層間絶縁膜 (127) を介して配置されている。従って、画
素電極 (131) を信号線 (110) あるいは走査線 (111) に対して十分に近接させて配置しても
、互いにショート不良を引き起こすことがないので、高い製造歩留まりと、高精細、高開
口率設計を可能にする。即ち、画素電極 (131) を信号線 (110) 上、あるいは、走査線 (111
) 上に重ねてもかまわない。
【０１４０】
しかも、図３０に示すように、信号線 (110) の輪郭と低抵抗半導体膜 (124a)及び半導体膜
(120) の輪郭が一致している。さらに詳しくは、信号線 (110) と走査線 (111) との交差部
には、必ず第１乃至第２ゲート絶縁膜 (115),(117) の他に低抵抗半導体膜 (124a)及び半導
体膜 (120) が積層されている。このため、各パターニングに際してマスクずれが生じても
、信号線 (110) に生じる段差は充分に軽減され、また信号線 (110) と走査線 (111) との間
の容量変動がなく、このため製品間で走査線容量あるいは信号線容量の変動が軽減される
。また、信号線 (110) と走査線 (111) との交差部における静電気、プロセス中でのゴミ、
あるいは各絶縁膜 (115),(117),(127) のピンホールに起因する層間ショートも抑えられ、
これにより高い製造歩留まりが確保できる。また、信号線 (110) と補助容量線 (113) との
間についても同様である。
【０１４１】
（補助容量線の配線構造）
各補助容量線 (113) のそれぞれには、例えば対向電極に印加されると同様の電圧を均一に
印加する必要があるため、この実施例では次の構成を採っている。その配線構造について
図２８及び図３１に基づいて説明する。
【０１４２】
補助容量線 (113) は、前記したように、Ａｌ－Ｙ合金から成る走査線 (111) と同一材料で
形成され、また、走査線 (111) と略平行に配されている。
【０１４３】
そのため、図２８に示すように、各補助容量線 (113) の端部において補助容量線 (113) と
直交するように補助容量線連結部 (190) を形成する。この補助容量線連結部 (190) の構造
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が図３１に示されるものである。
【０１４４】
この補助容量線連結部 (190) の構造について説明する。
【０１４５】
互いに平行して配置される補助容量線 (113) 及び走査線 (111) の上には、酸化シリコン膜
からなる第１ゲート絶縁膜 (115) 、この上に堆積される窒化シリコン膜からなる第２ゲー
ト絶縁膜 (117) がそれぞれ積層配置される。この２層の絶縁膜 (115),(117) の上には、補
助容量線 (113) 及び走査線 (111) と略直交する半導体被膜 (119) 、低抵抗半導体被膜 (123
) 及び信号線 (110) と同一工程で同一材料であるＭｏ－Ｗ合金膜から成る束ね配線 (125) 
が積層配置されている。そして、２層の絶縁膜 (115),(117) 、半導体被膜 (119) 、低抵抗
半導体被膜 (123) 、束ね配線 (125) 及び層間絶縁膜 (127) の一部を貫通して補助容量線 (1
13) の一部を露出する第１コンタクトホール (191) が形成されている。また、束ね配線 (1
25) の配線方向に第１コンタクトホール (191) と近接し、層間絶縁膜 (127) の一部が除去
されて束ね配線 (125) の一部を露出する第１コンタクトホール (191) と一対を成す第２コ
ンタクトホール (192) が配置されている。そして、画素電極 (131) と同一工程で同一材料
であるＩＴＯから成る補助容量線接続層 (193) が一対の第１コンタクトホール (191) と第
２コンタクトホール (192) との間に積層配置され、これにより各補助容量線 (113) と束ね
配線 (125) とが補助容量線接続層 (193) によって電気的に接続されている。
【０１４６】
そして、この補助容量線連結部 (190) の端部は、走査線パッド (152) と同様に、ガラス基
板 (101) の一端辺 (101a)側に引き出され、補助容量線パッド (194) を形成する。この補助
容量線パッド (194) の構造は、走査線パッド (152) あるいは信号線パッド (162) と同様に
すればよい。
【０１４７】
そして、補助容量線パッド (194) に電圧をかけると、全ての補助容量線 (113) を同じ電位
とすることができる。また、この補助容量線連結部 (190) を作製する場合に、下記に示す
アレイ基板 (100) の製造工程と同時できるため、製造工程が煩雑化することがない。
【０１４８】
この実施例では、ＩＴＯから成る補助容量線接続層 (193) は一対の第１コンタクトホール
(191) と第２コンタクトホール (192) との間にのみ積層配置したが、束ね配線 (125) に沿
って配線されるものであってもかまわない。これにより、束ね配線 (125) の断線不良が軽
減される。
【０１４９】
（アレイ基板の製造工程）
次に、このアレイ基板 (100) の製造工程について、図３２から図３８を参照して詳細に説
明する。
【０１５０】
（１）第１工程
図３２に示すように、ガラス基板 (101) 上にスパッターによりＡｌ－Ｙ合金膜、Ａｌ－Ｙ
合金膜上にＭｏ膜をそれぞれ２００ｎｍ厚、３０ｎｍ厚で堆積し、第１のマスクパターン
を用いて露光し、現像、パターニング（第１のパターニング）を経て、４８０本の走査線
(111) 及び４８０本の補助容量線 (113) を作製する。
【０１５１】
（２）第２工程
第１工程の後、図３３に示すように、プラズマＣＶＤ法により１５０ｎｍ厚の酸化シリコ
ン膜から成る第１ゲート絶縁膜 (115) を堆積した後、さらに１５０ｎｍ厚の窒化シリコン
膜から成る第２ゲート絶縁膜 (117) 、５０ｎｍ厚のａ－Ｓｉ：Ｈから成る半導体被膜 (119
) 及び２００ｎｍ厚の窒化シリコン膜から成るチャネル保護被膜 (121) を連続的に大気に
さらすことなく成膜する。
【０１５２】
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（３）第３工程
第２工程の後、図３４に示すように、走査線 (111) をマスクとした裏面露光技術により、
走査線 (111) に自己整合的にチャネル保護被膜 (121) をパターニングし、さらにＴＦＴ領
域に対応するように第２のマスクパターンを用いて露光し、現像、パターニング（第２の
パターニング）を経て、島状のチャネル保護膜 (122) を作製する。
【０１５３】
（４）第４工程
第３工程の後、図３５に示すように、良好なオーミックコンタクトが得られるように露出
する半導体被膜 (119) 表面を弗酸（ＨＦ）系溶液で処理し、プラズマＣＶＤ法により不純
物としてリンを含む３０ｎｍ厚のｎ + ａ－Ｓｉ：Ｈから成る低抵抗半導体被膜 (123) を堆
積し、さらに３００ｎｍ厚のＭｏ－Ｗ合金膜 (125) をスパッターにより堆積する。
【０１５４】
（５）第５工程
第４工程の後、図３６に示すように、第３のマスクパターンを用いて露光、現像し、Ｍｏ
－Ｗ合金膜 (125) 、低抵抗半導体被膜 (123) 及び半導体被膜 (119) を窒化シリコン膜から
成る第２ゲート絶縁膜 (117) 及びチャネル保護膜 (122) とのエッチング選択比を制御する
ことにより、一括してプラズマエッチングによりパターニング（第３のパターニング）し
て、半導体膜 (120) 、低抵抗半導体膜 (124a),(124b) 、ソース電極 (126b)、信号線 (110) 
及び信号線 (110) と一体の接続端 (110a)（図１参照）、及び、信号線 (110) と一体のドレ
イン電極 (126a)を作製する。
【０１５５】
この際に、上述した補助容量線連結部 (190) を構成する束ね配線 (125) をパターニングす
ると同時に、補助容量線 (113) と束ね配線 (125) とを電気的に接続するための第１コンタ
クトホール (191) に対応する補助容量線 (113) 上の束ね配線 (125) 、低抵抗半導体被膜 (1
23) 及び半導体被膜 (119) の一部を貫通して除去して開口（図示せず）を形成する。
【０１５６】
（６）第６工程
第５工程の後、２００ｎｍ厚の窒化シリコン膜から成る層間絶縁膜 (127) を堆積し、図３
７に示すように、第４のマスクパターンを用いて露光、現像し、ソース電極 (126b)に対応
する層間絶縁膜 (127) を除去してコンタクトホール (129a)を形成する（第４のパターニン
グ）。
【０１５７】
同時に、上述した開口に対応する層間絶縁膜 (127) を除去して補助容量線 (113) の一部を
露呈させて第１コンタクトホール (191) を形成すると共に、第１コンタクトホール (191) 
に近接して束ね配線 (125) の一部を露呈するように層間絶縁膜 (127) の一部を除去して第
２コンタクトホール (192) を形成する。
【０１５８】
（７）第７工程
第６工程の後、図３８に示すように、この上に１００ｎｍ厚のＩＴＯ膜をスパッターによ
り堆積し、第５のマスクパターンを用いて露光、現像、パターニング（第５のパターニン
グ）を経て、画素電極 (131) を作製する。
【０１５９】
同時に、第１コンタクトホール (191) と第２コンタクトホール (192) を介して補助容量線
(113) と束ね配線 (125) とを接続する補助容量線接続層 (193) を形成する。
【０１６０】
（第３の実施例の効果）
以上のように、この実施例のアレイ基板によれば、基本構成を５枚のマスクにより、アレ
イ基板を作製することができる。即ち、画素電極を最上層に配置し、これに伴い信号線、
ソース，ドレイン電極と共に、半導体被膜等を同一のマスクパターンに基づいて一括して
パターニングすると共に、ソース電極と画素電極との接続用のコンタクトホールの作製と
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共に、信号線や走査線の接続端を露出するためのコンタクトホールの作製を同時に行うと
いう、配線に生じる段差を小さくして製造歩留まりの低下を防ぎ、しかも少ないマスク数
で生産性が向上されるという、互いに相異なる要求が同時に達成される最適な工程となっ
ている。
【０１６１】
（その他の変更例）
この実施例では、半導体膜をａ－Ｓｉ：Ｈで構成する場合について説明したが、微結晶シ
リコン膜、多結晶シリコン膜あるい単結晶シリコン膜等であっても良いことは言うまでも
ない。また、周辺領域に駆動回路部を一体的に構成しても良い。
【０１６２】
また、さらに信号線や走査線上に画素電極を一部重複させて配置する場合、少なくとも画
素電極と信号線との間に絶縁層を介して金属膜等でシールド電極を配するようにすれば、
画素電極が信号線からの電位による影響を軽減できる。
【０１６３】
また、上述した実施例は、いずれも光透過型の液晶表示装置であって、画素電極が透明導
電膜、例えばＩＴＯで構成される場合について説明した。このため、下層配線部と上層配
線部との電気的な接続は、いずれも一対のコンタクトホールを介して配置されるＩＴＯか
ら成る接続層を介して行っている。このＩＴＯは比較的、高抵抗であるため、一対のコン
タクトホールの間隙は短い方が望ましく、例えば２０ミクロン以下、更には１５ミクロン
以下であることが望ましい。尚、この接続層を画素電極とは別工程で作製するのであれば
、低抵抗材料を使用することもできる。また、反射型で構成するのであれば、画素電極を
アルミニウムなどの低抵抗材料で構成できるので、一対のコンタクトホールの間隙は大き
くは制約されない。
【０１６４】
液晶層としては、ＴＮ液晶以外にも、ポリマー分散型液晶、強誘電液晶、反強誘電性液晶
等の各種材料が適用可能である。
【０１６５】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明の表示装置用アレイ基板及びその製造方法によれば、製造歩
留まりを低下させることなく走査線と画素電極とを重複させて補助容量を形成することが
でき、さらに高開口率化を達成することができる。
【０１６６】
また、本発明によれば、少ないマスク数で、製造歩留まりを低下させることなく、高い生
産性を確保することができる。
【０１６７】
また、本発明の表示装置用アレイ基板によれば、補助容量線連結部に電圧をかけると、全
ての補助容量線を同じ電位とすることができる。
【０１６８】
さらに、本発明の表示装置用アレイ基板によれば、走査線引出し部及び信号線引出し部が
断線しにくい。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の一実施例のアレイ基板の一部概略平面図である。
【図２】図２は、図１におけるＡ－Ａ’線に沿って切断した液晶表示装置の概略断面図で
ある。
【図３】図３は、図１におけるＢ－Ｂ’線に沿って切断した液晶表示装置の概略断面図で
ある。
【図４】図４は、図１におけるＣ－Ｃ’線に沿って切断した液晶表示装置の概略断面図で
ある。
【図５】図５は、図１におけるＤ－Ｄ’線に沿って切断した液晶表示装置の概略断面図で
ある。
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【図６】図６は、図１におけるＥ－Ｅ’線に沿って切断した液晶表示装置の概略断面図で
ある。
【図７】図７は、図１におけるアレイ基板を製造する第１工程を説明するための図である
。
【図８】図８は、図１におけるアレイ基板を製造する第２工程を説明するための図である
。
【図９】図９は、図１におけるアレイ基板を製造する第３工程を説明するための図である
。
【図１０】図１０は、図１におけるアレイ基板を製造する第４工程を説明するための図で
ある。
【図１１】図１１は、図１におけるアレイ基板を製造する第５工程を説明するための図で
ある。
【図１２】図１２は、図１におけるアレイ基板を製造する第６工程を説明するための図で
ある。
【図１３】図１３は、図１におけるアレイ基板を製造する第７工程を説明するための図で
ある。
【図１４】図１４は、信号線の外周部付近の構造の変更例を示す図である。
【図１５】図１５は、本発明の第２の実施例のアレイ基板の一部概略平面図である。
【図１６】図１６は、図１５におけるＡ－Ａ’線に沿って切断した液晶表示装置の概略断
面図である。
【図１７】図１７は、図１５におけるＢ－Ｂ’線に沿って切断した液晶表示装置の概略断
面図である。
【図１８】図１８は、図１５におけるＣ－Ｃ’線に沿って切断した液晶表示装置の概略断
面図である。
【図１９】図１９は、図１５におけるＤ－Ｄ’線に沿って切断した液晶表示装置の概略断
面図である。
【図２０】図２０は、図１５におけるアレイ基板を製造する第１工程を説明するための図
である。
【図２１】図２１は、図１５におけるアレイ基板を製造する第２工程を説明するための図
である。
【図２２】図２２は、図１５におけるアレイ基板を製造する第３工程を説明するための図
である。
【図２３】図２３は、図１５におけるアレイ基板を製造する第４工程を説明するための図
である。
【図２４】図２４は、図１５におけるアレイ基板を製造する第５工程を説明するための図
である。
【図２５】図２５は、図１５におけるアレイ基板を製造する第６工程を説明するための図
である。
【図２６】図２６は、図１５におけるアレイ基板を製造する第７工程を説明するための図
である。
【図２７】図２７は、第２の実施例の変更例のアレイ基板の一部概略平面図である。
【図２８】図２８は、本発明の第３の実施例のアレイ基板の一部概略平面図である。
【図２９】図２９は、図２８におけるＡ－Ａ’線に沿って切断した液晶表示装置の概略断
面図である。
【図３０】図３０は、図２８におけるＢ－Ｂ’線に沿って切断した液晶表示装置の概略断
面図である。
【図３１】図３１は、図２８におけるＣ－Ｃ’線に沿って切断した液晶表示装置の概略断
面図である。
【図３２】図３２は、図２８におけるアレイ基板を製造する第１工程を説明するための図
である。

10

20

30

40

50

(22) JP 3663261 B2 2005.6.22



【図３３】図３３は、図２８におけるアレイ基板を製造する第２工程を説明するための図
である。
【図３４】図３４は、図２８におけるアレイ基板を製造する第３工程を説明するための図
である。
【図３５】図３５は、図２８におけるアレイ基板を製造する第４工程を説明するための図
である。
【図３６】図３６は、図２８におけるアレイ基板を製造する第５工程を説明するための図
である。
【図３７】図３７は、図２８におけるアレイ基板を製造する第６工程を説明するための図
である。
【図３８】図３８は、図２８におけるアレイ基板を製造する第７工程を説明するための図
である。
【符号の説明】
１１０　　　信号線
１１１　　　走査線
１１２　　　薄膜トランジスタ
１１３　　　延在領域
１１５　　　第１絶縁膜
１１７　　　第１絶縁膜
１２０　　　半導体膜
１２６ａ　　　ドレイン電極
１２６ｂ　　　ソース電極
１３１　　　画素電極

10

20

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】

【 図 ３ ７ 】
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【 図 ３ ８ 】
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